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Dans cette présentation conjointe ST Microelectronics / CEA-Leti, nous donnerons un aperçu des 

potentialités du GaN pour l’électronique de puissance et de son positionnement par rapport au 

marché et applications. Nous conclurons ensuite sur quelques exemples de performances 

typiques de composants (diodes, transistors) et des challenges techniques et scientifiques à 

adresser. 
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